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Заряженные дефекты, к которым в основном относятся заряженные границы зерен 
или кристаллитов, пространственная дисперсия мягкой моды, а в случае виртуальных 
сегнетоэлектриков и низкотемпературные квантовые эффекты, существенно влияют на 
температурную зависимость диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрического 
образца [1-3]. Влияние встроенного поля, индуцируемого заряженными дефектами, 
учитывается введением в модель диэлектрического отклика сегнетоэлектрика 
нормированной статистической дисперсии смещающего поля [1, 2]. 
В данной работе приведены количественные оценки вклада каждого из 
перечисленных факторов в диэлектрические свойства как монокристаллических объемных, 
так и поликристаллических тонкопленочных образцов BaTiO3, а также виртуальных 
сегнетоэлектриков SrTiO3 и KTaO3. 
В рамках модели эффективной среды [4] установлена взаимосвязь между 
статистической дисперсией смещающего поля и технологическими параметрами процесса 
выращивания поликристаллических пленок твердого раствора титаната бария стронция [5]. 
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